Diyotlar

Pek cok uygulamada PN baglantisi DIYOT olarak
karsimiza ¢cikmaktadir. Diyotlarin pek cok tird oldugu
icin bunlarin hepsinin fiziksel c¢alisma teorilerini
anlatmak yerine dnce elektriksel 6zelliklerini sonra da
uygulama seklini sizin sabir sinirlariniz icinde kalmaya
cahisarak anlatacagim. Sirasi gelmisken bir tavsiyem
olacak. Arkadaslar elektronikteki gelisme ¢ok biyuk bir
hizla olmaktadir. Bu nedenle her hangi bir malzeme-
nin ic calismasini detayli olarak 6grenmek icin zaman kaybetmeyin. Sadece size fikir verecek kadar

6grenmeye calisin. Elektronik malzemeyi sadece bacaklari olan bir kutu olarak kabul edin. Fakat
fonksiyonlarini ve ne ise yaradigini 6grenmek igin KATALOG KULLANMAYI gok iyi 6grenin.
Kataloglarda yer alan sembol, terim ve grafiklerin ne anlama geldigini ve nasil kullanilacagini
o6grenin.

Diyot biraz 6nce de soyledigim gibi bir PN badglantisindan olusur. P tipi yar iletkenin
bulundugu alana ANOD, N tipi yan iletkeninin bulundugu alana KATOD denilir. Uzerinden gecen
elektrik akimi anottan katoda dogrudur.

Diyot Saglamlik Kontrolii
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Diyot Uygulamalari
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Aslinda iginde diyot olan her devre bir diyot uygulamasi degildir. Onemli olan orada diyotun
ne ise yaradidi, hadi biraz daha ileri giderek devre igindeki diyotun nasil galistigini anlamak olabilir.
Bazi devrelerin nasil galistifini anlamak icin ¢ok ileri derecede matematik ve telekomiinikasyon
bilgisi gereklidir. Yazilarimin bazi bélimlerinde elden geldigince basit olarak, goriintsleri oldukca
basit fakat yaptiklari isler enteresan olan bu devreleri de agiklamaya calisacagim. Elektronikte oyle
devreler vardir ki buralarda diyot olmazsa olmaz. Bu devrelerin basinda dogrultucular gelir. Aslinda

Desigued by Ydilssel +Hogil



Temel Elektronik tamamen teorik olarak anlatiimasi gerekse de araya bu tur agiklayici anlatimlar
koyarak okuyucunun ilgisinin gekilecedi kanisindayim. Yeni sectigim konu baslidina dikkat ederseniz
Dogrultucular dedim. Gl¢ Kaynaklari demiyorum. Cunklu Glg Kaynaklar 6zel bir anlatim
gerektirmektedir. Fakat, Ozellikle Dogru Akim Gug Kaynaklarinin (DC Power Supply) 6énemli bir
kismini dogrultucular olusturmaktadir.

Diyot Cesitleri

e Kristal diyot

e Zener diyot

e Tilnel diyot

e Isik Yayan Diyot LED

e Foto diyot

e Ayarlanabilir Kapasiteli Diyot (Varaktoér Varikap)
e Mikrodalga diyot

e Gunn diyot

e IMPATT diyot (Avalans)
e Baritt (Schottky) Diyot
e Ani Toparlanmali Diyot

e Pin Diyot
Diyotlar Baslica U¢c Ana Gruba Ayrilir

1. Lamba Diyotlar
2. Metal Diyotlar
3. Yar iletken Diyotlar

Lamba Diyotlar

Lamba diyotlar en yaygin bigimde redresdr ve detektor olarak kullaniimistir. Sicak katotlu
lamba, civa buharli ve tungar lambalar bu gruptandir. Sicak katotlu lamba diyotu isinan katotdan
firlayan elektronlar atom tarafindan c¢ekilmekte ve devreden tek vyoénlid bir akim akisi
saglanmaktadir. Eskiden kalanlarin disinda bu tir diyotlar artik kullanilmamaktadir
Metal Diyotlar

Bakir oksit (CuO) ve selenyumlu diyotlar bu gruba girmektedirler.

Bakir oksitli diyotlar 6lgu aletleri ve telekominikasyon devreleri gibi kiiglik gerilim ve kiguk
glgle calisan devrelerde, selenyum diyotlar ise birkag kilowatt 'a kadar gikan gugcli devrelerde
kullanihr
Yar Iletken Diyotlar

Yari iletken diyotlari, P ve N tipi germanyum veya Silikon yari iletken kristallerinin bazi
islemler uygulanarak bir araya getiriimesiyle elde edilen diyotlardir. Hem elektrikte hem de
elektronikte kullaniimaktadir. tipik bir érnek olarak kuvvetli akimda kullanilan bir silikon diyot
verilmistir. Yari iletken diyotlar, tipki ébur diyotlar gibi elektronik malzemelerdir.
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Yapilari

Kristal Diyot

Nokta temasl diyot elektronik alaninda ilk kullanilan diyottur. 1900-1940 tarihleri arasinda
Ozellikle radyo alaninda kullanilan galenli ve pritli detektoérler kristal diyotlarin ilk 6rnekleridir. Galen
veya prit kristali Gzerinde gezdirilen ince fosfor-bronz tel ile degisik istasyonlar bulunabiliyordu.
Gunluk hayatta bunlara, kristal detektor veya diger adiyla kristal diyot denmistir. Nokta temasl
germanyum veya silikon diyotlar gelistirilmistir.

Germanyum veya silikon nokta temasl diyotun esasi; 0.5 mm c¢apinda ve 0.2 mm
kalinhgindaki N tipi kristal parcacidi ile "fosfor-bronz" veya "berilyum bakir" bir telin temasini
saglamaktan ibarettir.

Bu tlr diyotta, N tipi kristale noktasal olarak bilylk bir pozitif gerilim uygulanir. Pozitif
gerilim temas noktasindaki bir kisim kovalan badi kirarak elektronlari alir. Béylece, cok kiliclik capta
bir P tipi kristal ve dolayisiyla da PN diyot olusur.

Bugin nokta temasli diyotlarin yerini her ne kadar jonksiyon diyotlar almis ise de, yine de
elektrotlar arasindaki kapasitenin cok kiigik olmasi nedeniyle yliksek frekansli devrelerde
kullanilma alanlari bulunmaktadir. Ters yon dayanma gerilimleri distk olup dikkatli kullaniimasi
gerekir.

Bdyle bir diyodun elektrotlar arasi kapasitesi 1 pF 'in altina kadar dliismektedir. Dolayisiyla
ylksek frekanslar icin diger diyotlara gore daha uygun olmaktadir.

Nokta temash diyotlarin kullanim alanlari

Nokta temasl silikon diyotlar en ok mikro dalga karistiricisinda, televizyon, video
dedeksiyonunda, germanyum diyotlar ise radyo frekans 6lgu aletlerinde (voltmetre, dalga metre,
rediktor vs...) kullanilir.

Zener diyot

Uzerinden gegen voltajin sabitlenmesine yarayan bir diyottur. Mesela 5,6V degerinde bir
zenere 10V girerse gikista 5,6V olusur. Fazla voltaji gegirmez...

Tek bir Zener diyotlu ile yapilan regulatérler fazla giig istemeyen devrelerde rahatlikla
kullanilabilir. Eger devremiz fazla gig istiyorsa o zaman zener basina tek basina kullanilmaz. Bir
regullatér devresinin referansi olarak kullanilr.

Zener Regiiler Devresini Inceleyelim

IRS Rs
+ o +
Vi=12V =10 n)' IL=901$' Vo=9V

Vz=OV

L

Vi kaynak gerilimi Vz zener geriliminden blyik olmaldir. Vi dederi yaklasik olarak Vz
dederinden 1,2 yada 1,4 kati blylk olmasi yeterlidir. Zener (izerinden gegen Iz akim kiigiik
zenerler icin 10-20mA civarindadir. Daha dogru bir deder bulmak icin mutlaka kataloga bakmak
gereklidir. Burada zener lizerindeki voltaj ya zener (zerinden dogrudan okunur yada katalogdan
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bakilir. Ornedin BZX79C9V1 9,1V luk zener diyot olup dodrudan diyot Uzerinden okunabilir.
1N960 diyotu da 9,1 voltluk zener diyot olup, zener voltaj dederi katalogdan bakilarak anlasilir.
Yukaridaki devremizde bilinmesi gereken nokta Rs direncinin nasil bulundugudur. Rs=(Vz-
Vi)/Iz formull ile bulabiliriz. Iz dederi kiclk zener diyotlar da 10-20mA olarak
alinabilir. Yukaridaki devre cikisinda sabit bir voltaj elde edilecektir. Bdyle bir devre bir reglilatér
devresi igin referans voltaji olarak kullanilabilir. Simdi yukaridaki devreyi dogrudan bir elektronik
devrenin reglile besleme kaynadi olarak kullanalim. Yani devreden biraz akim gekelim. O zaman
yukaridaki devremiz asadidaki sekle donlisecektir.

Rs

T —— o +
: < > V

Vi Iz\* A ©
B ®

Vi> Vo

Bu durumda zener (zerinden gegen akim sabit kalmakla birlikte Rs direnci lizerinden birde

yuk akimi gegmektedir.

O zaman

Irs=Iz+IL, IRS=10 + 90, IRS=100mA olur.

Vz=9,1V yaklasik 9V kabul edelim.

Rs=(Vi-Vz)/Iz+IL; Rs=(12-9)/10+90 Rs=30 ohm bulunur.
Rs direncinin glctude bulunmahdir.

Prs=IRS2 x RS

Prs=0,12 x 30

Prs=0,3W dan biytk olmahdir.

Burada secilecek direng 27 yada 33 ohm, 0,5W dir.

Bu 6rnekte dikkat edilecek konu, yiik direncinin devreye siirekli olarak mutlaka
bagh kalmasi yada bir baska deyisle yiik akiminin mutlaka gekiliyor olmasidir. Eder yiik
direnci devreden ¢ikarilacak olursa, zener lzerinden gegen akim
I1z=(12-9)/30,
1z=0,1A akim olur.

Eder buradaki zener bu akima dayanacak glicte dedilse bozulacaktir. Bu nedenle devredeki
zener bitin akimda Uzerinden gecirebilecek glicte olmalidir. Fakat bu bazen mimkin olmayabilir.
Yada yuk strekli olarak devreye bagh olarak kalmalidir.

Tiinel Diyot

Tanel diyotlar, 6zellikle mikro dalga alaninda ylkselteg ve osilatér olarak yararlaniimak
Uzere Uretilmektedir. TlUnel diyota, esaslarini 1958 'de ilk ortaya koyan Japon Dr. Lee Esaki 'nin
adindan esinlenerek "Esaki Diyotu" dan denmektedir.
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P-N birlesme ylizeyi gok ince olup, kiiglik gerilim uygulamalarinda bile gok hizli ve yogun bir
elektron gegisi saglanmaktadir. Bu nedenledir ki Tlnel Diyot, 10.000 MHz 'e kadar ki gok yiksek
frekans devrelerinde en gok yikselteg ve osilatér elemani olarak kullanilir.

Tunel diyota uygulanan gerilim Vtl dederine gelinceye kadar gerilim buyudikce akim da
artiyor. Gerilim blUyumeye devam edince, akim A noktasindaki It dederinden diismeye basliyor.
Gerilim blyimeye devam ettikce, akim B noktasinda bir middet IV dederinde sabit kalip sonra C
noktasina dodru artiyor. C noktasi gerilimi Vt2, akimi yine It 'dir. Bu akima "Tepe dederi akimi"
denilmektedir.

Gerilimi, Vt2 dederinden daha fazla arttirmamak gerekir. Aksi halde gecen akim, It tepe
dederi akimini asacagindan diyot bozulacaktir.

I = f(V) edrisinin A-B noktalari arasindaki edimi negatif olup, -1/R ile ifade edilmekte ve
diyotun bu bdlgedeki direnci de negatif direng olmaktadir. Tlnel diyot A-B bélgesinde calistirilarak
negatif direng 6zelliginden yararlanilir.

Tunel Diyotun Ustinlikleri:

e Cok yuksek frekansta calisabilir.
e Glg sarfiyati gok distktir. 1mW 't gegmemektedir.

Tunel Diyodun dezavantajlari:

e Stabil dedildir. Negatif direncli olmasi nedeniyle kontrolli zordur.

e Arzu edilmeyen isaretlere de kaynaklik yapmaktadir.

Tunel Diyotun kullanim alanlari

Yikseltec Olarak: Tunel diyot, negatif direnci nedeniyle, uygun bir badlanti devresinde
kaynaktan c¢ekilen akimi arttirmakta, dolayisiyla bu akimin harcandigi devredeki gliclin
ylukselmesini saglamaktadir.

Osilator Olarak: Tanel diyotlardan MHz mertebesinde osilatdr olarak yararlanilabilmektedir.
Bir tlinel diyot ile osilasyon saglayabilmek igin negatif direncinin diger rezonans elemanlarinin
pozitif direncinden daha biyidk olmasi gerekir. Tinel diyota seri bir rezonans devresi
baglanabilecektir. Tlinel diyotun negatif direnci - R=80 Ohm olsun. Rezonans devresinin direnci 80
Ohm 'dan kiguk ise ttinel diyot bu devrenin dengesini bozacagindan osilasyon dogacaktir.

Anahtar Olarak: Tianel diyotun dnemli fonksiyonlarindan biri de elektronik beyinlerde
multivibratérlerde, gecikmeli osilatérlerde, flip-flop devrelerinde ve benzeri elektronik sistemlerde
anahtar gorevi gormesidir.

Isik Yayan Diyot (Led)

Isik yayan diyotlar, dogru yonde gerilim uygulandigi zaman isiyan, diger bir deyimle
elektriksel enerjiyi 1sik enerjisi haline dontstlren 6zel katki maddeli PN diyotlardir.

Bu diyotlara, asagida yazilmis oldugu gibi, Ingilizce adindaki kelimelerin ilk harfleri bir araya
getirilerek LED (Light Emitting Diode; Isik yayan diyot) veya SSL (Sloid State Lamps; Katki hal
lambasi) denir.

Ozellikleri

e Galisma gerilimi 1.5-2.5V arasindadir. (Katalogunda belirtilmistir.)
e Galisma akimi 10-50mA arasindadir. (Katalogunda belirtilmistir.)
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e Uzun émiurludur. (ortalama 105 saat)

e Darbeye ve titresime karsi dayaniklidir.

e Kullanilacagi yere gére cubuk seklinde veya dairesel yapilabilir.

e Calisma zamani gok kisadir. (nanosaniye)

e Diger diyotlara gére dogru yondeki direnci cok daha kiguktur.

e Isik yayan diyotlarin gévdeleri tamamen plastikten yapildigi gibi, 1sik gikan kismi optik
mercek, diger kisimlari metal olarak ta yapilr.

Bir LED 'in Uretimi sirasinda kullanilan dedisik katki maddesine gore verdigi 1sigin rengi
dedismektedir.
Katki maddesinin cinsine goére su isiklar olusur:

e GaAs (Galliyum Arsenid): Kirmizi étesi (gérulmeyen isik)

e GaAsP (Galliyum Arsenid Fosfat): Kirmizidan - yesile kadar (goérilir)
e GaP (Galliyum Fosfat): Kirmizi (gérulir)

e GaP (Nitrojenli): Yesil ve sari (gorulir)

Diyot kristali, iki parcall yapildiginda uygulanacak gerilimin blyutkligune goére kirmizi, yesil
veya sari renklerden birini vermektedir.

Isik yayan diyot isindikga, 1sik yayma Ozelligi azalmaktadir. Bu hal etkinlik edrisi olarak
gOsterilmistir. Bazi hallerde fazla i1sinmayi 6nlemek igin bir sogutucu l(izerine monte edilir.

Ayrica LED 'in asiri 1Isinmasina yol agmamak igin katalogunda belirtilen akimi asmamak gerekir.
Bunun icin gosterilmis oldugu gibi devresine seri olarak bir R direnci konur. Bu direncin buytkligu
LED 'in dayanma gerilimi ile besleme kaynadi gerilimine gére hesaplanir.

Kirsof kanununa goére: 9=I*R+2 'dir. I=0.05A olup

R=9-2/0.05 = 7/0.05 = 140 Ohm olarak bulunur.

140 Ohm 'luk standart direng olmadigindan en yakin standart Ust direnci olan 150 Ohm 'luk direng
kullanihr.

Foto Diyot

Foto diyot isik enerjisiyle iletime gecen diyottur. Foto diyotlara polarma geriliminin
uygulanisi normal diyotlara goére ters ydndedir. Yani anoduna negatif (-), katoduna pozitif (+)
gerilim uygulanir. Baslica foto diyotlar sdyle siralanir:

e Germanyum foto diyot
e Simetrik foto diyot
e Schockley (4D) foto diyodu

Germanyum FotoDiyot

Asli alasim yoluyla yapilan bir NP jonksiyon diyotudur. Cam veya metal bir koruyucu
icerisine konularak iki ucu disariya gikartihr.

Koruyucunun bir tarafi, isidin jonksiyon (zerinde toplanmasini saglayacak sekilde bir
mercek ile kapatilmistir.

Diyotun devreye baglanmasi sirasinda firmasinca uglarina konulan isarete dikkat etmek
gerekir. Hassas ylizeyi cok kliciik oldugundan, 1.-3mA 'den daha fazla ters akima dayanamaz.
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Asirn yuklemeyi 6nlemek igin, bir direng ile koruyucu énlem alinir. Isik siddeti arttirildikga
ters yon akimi da artar Foto diyot ters polarmali baglandigindan Uzerine i1sik gelmedigi middetge
calismaz. Bilindigi gibi ters polarma nedeniyle P-N birlesme ylzeyinin iki tarafinda "+" ve "-" yuku
bulunmayan bir noétr birlesme ylzeyine i1sik gelince, bu isigin verdidi enerji ile kovalan baglarini
kiran P bolgesi elektronlari, gerilim kaynadinin pozitif kutbunun cekme etkisi nedeniyle N bélgesine
ve oradan da N bolgesi serbest elektronlarn ile birlikte kaynadga dogru akmaya baslar. Diger
taraftan, kaynagin negatif kutbundan kopan elektronlar, diyodun P bélgesine dogru akar.

Simetrik Foto Diyotlar

Alternatif akim devrelerinde kullanilmak (Gizere NPN veya PNP yapili simetrik foto diyotlar da
Uretilmektedir.

Isiga Duyarh Diyotlarin Kullanim Alanlari: Uzaktan kumanda, alarm sistemi, sayma
devreleri, yangin ihbar sistemleri, elektronik hesap makineleri, gibi gesitli konulari kapsamaktadir.

Ayarlanabilir Kapasiteli Diyot (Varaktor - Varikap)

Bir P-N jonksiyon diyota ters yonde gerilim uygulandiginda, temas ylizeyinin iki tarafinda
bir bosluk (nétr bolge) olustugu ve aynen bir kondansator gibi etki gosterdigi, kondansatérler
béliminde de agiklanmisti.

Varaktoér diyotta da P ve N bélgeleri kondansatériin plakasi gérevi yapmaktadir.
C = A/d = *Plaka Ylizeyi / Plakalar Arasi Aciklik kuralina goére:

Kuclk ters gerilimlerde "d" bosluk bélgesi dar oldugundan varaktor kapasitesi ("C") blyik
olur. Gerilim arttinlldikga d bosluk bolgesi genisleyeceginden, "C" de kliclilmektedir.

Varaktor dedisken kondansator yerine kullanilabilmekte ve onlara gore hem ucuz olmakta,
hem de gok daha az yer kaplamaktadir. Kagak akiminin gok kliglik olmasi nedeniyle varaktér olarak
kullanilmaya en uygun diyotlar silikon diyotlardir.

Varaktérin Tipik Ozellikleri:
e Koaksiyel cam koruyuculu, mikrojonksiyon varaktér 200GHz 'e kadar gérev
yapabilmektedir.

e Kapasitesi 3-100pF arasinda degistirilebilmektedir.

e 0-100V gerilim altinda galisabilmektedir.

e Varaktore uygulana gerilim 0 ile 100V arasinda biyutildagiande, kapasitesi 10 misli
kigllmektedir.

Yiksek frekanslarda L selfi birkag nanohenri (nH), Rs birkag Ohm olmaktadir.

Varaktorin baglica kullanim alanlari: Ayarh devrelerin uzaktan kontroli, TV ve FM alici lokal
osilatorlerinde otomatik frekans kontroll ve benzeri devrelerde kullanilir.

Telekominikasyonda basit frekans modulatorleri, arama ayar devreleri, frekans codalticilarda,
frekansin 2-3 kat bayuatulmesi gibi kullanim alanlari vardir.
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Diger Diyotlar

Mikrodalga Diyotlan

Mikrodalga frekanslari; uzay haberlesmesi, kitalar arasi televizyon vyayini, radar, tip,
endustri gibi ok genis kullanim alanlan vardir. Giga Hertz (GHz) mertebesindeki frekanslardir.
Mikro dalga diyotlarinin ortak 6zelligi, cok ylksek frekanslarda dahi, yani devre akiminin gok hizli
yon degistirmesi durumunda da bir yonde kiglk direng gosterecek hiza sahip olmasidir.

Mikrodalga bdlgelerinde kullanilabilen baslica diyotlar sunlardir: Gunn (Gan) diyotlan
Impatt (Avalans) diyotlar Baritt (Schottky)(Sotki) diyotlari Ani toparlanmali diyotlar P-I-N diyotlar

Gunn Diyotlan

Ilk defa 1963 'te J.B. Gunn tarafindan yapildi§i icin bu ad verilmistir. Gunn diyotu bir
osilator elemani olarak kullaniimaktadir.

Yapisi, N tipi Galliyum arsenid (GaAs) veya Indiyum fosfat (InP) 'den yapilacak ince
cubuklarin kisa kisa kesilmesiyle elde edilir.

Gunn diyota gerilim uygulandiginda, gerilimin belirli bir dederinden sonra diyot belirli bir
zaman igin akim gegcirip belirli bir zamanda kesimde kalmaktadir. Bdylece bir osilasyon
olusmaktadir.

Ornek: 10pm boyundaki bir gunn diyodunun osilasyon periyodu yaklasik 0,1 nanosaniye tutar.
Yani osilasyon frekansi 10GHz 'dir.

Impatt (Avalans) Diyot

Impatt veya avalans (cig) diyotlar Gunn diyotlara goére daha gugludurler ve galisma gerilimi
daha buyuktir. Mikrodalga sistemlerinin osilator ve glig katlarinda yararlanilir.

1958 'de Read (Rid) tarafindan gelistirilmistir. Bu nedenle Read diyotu da denir. P+ - N -1 -
N+ veya N+ - P - I - P+ yapiya sahiptir. Ters polarmali olarak calisir.

Yapiminda ana elemanlar olarak Slikon ve Galliyum arsenid (GaAs) kullanilir. Diyot
icerisindeki P+ ve N+ tipi kristaller, icerisindeki katki maddeleri normal haldekinden gok daha fazla
olan P,N kristalleridir.

"I" tabakasi ise iyonlasmanin olmadidi bir bélgedir. Tasiyicilar buradan suriklenerek gecer
ve etrafina enerji

Baritt (Schottky) Diyot

Baritt Diyotlar 'da nokta temaslh diyotlar gibi metal ve yar iletken kristalinin birlestirilmesi
ile elde edilmektedir. Ancak bunlar jonksiyon diyot tipindedir. Degme diizeyi (jonksiyon) direnci ¢ok
kicuk oldugundan dogru yon beslemesinde 0.25V 'ta dahi kolaylikla ve hizla iletim saglamaktadir.
Ters yone dogru akan azinlik tasiyicilari gok az oldugundan ters yon akimi kigiktlr. Bu nedenle de
gurultu seviyeleri distk ve verimleri ylksektir.

Farkli iki ayri gruptaki elemandan olusmasi nedeniyle baritt diyotlarin direngleri (lineer)
dedildir. Direnclerin diizglin olmamasi nedeniyle daha ¢ok mikrodalga alicilarinda karistirici olarak
kullanihir. Ayrica, modulatér, demodiilatér, detektér olarak ta yararlanilir.

Ani Toplamal Diyot

Ani toparlanmal (Step-Recovery) diyotlar varaktdr diyotlarin daha da gelistirilmislerdir.
Varaktor diyotlar ile frekanslarin iki ve (¢ kat blyltllmeleri mimkin olabildigi halde, ani
toparlanmali diyotlar ile 4 ve daha fazla katlari elde edilebilmektedir.
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Pin Diyot

P-I-N diyotlar P+-I-N+ yapiya sahip diyotlardir. P+ ve N+ bdlgelerinin katki maddesi
oranlarl yuksek ve I bdlgesi buylk direnglidir. Alcak frekanslarda diyot bir P-N dogrultucu gibi
calisir. Frekans yukseldikce I bolgesi de etkinligini gosterir. Yiksek frekanslarda I bolgesinin dogru
yondeki direnci kliclk ters yondeki direnci ise blyuktir.

Diyodun direnci uygulama yerine gdre iki limit arasinda surekli olarak veya kademeli olarak
degdistirilebilmektedir. P-I-N diyotlar degisken direncli eleman olarak, mikrodalga devrelerinde,
zayiflatici, faz kaydirici, modiilatér, anahtar, limitdr gibi gesitli amaclar igin kullanilmaktadir.

Biiyiik Giiglii Diyotlar

2W 'In Uzerindeki diyotlar Blylk Gugcli Diyotlar olarak tanimlanir. Bu tir diyotlar, blyik
dederli DC akima ihtiyag duyulan galvano-plasti, ark kaynaklari gibi devrelere ait dogrultucularda
kullaniimaktadir
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